
Fig. 1. Transmitted terahertz waveform in 

the photo-excited silicon. 
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キャリアダイナミクスの情報がテラヘルツ

領域に現れることから，半導体研究の分野にお

いてテラヘルツ波を用いた研究が精力的に行

われてきている． 

真性半導体を光励起することで不純物をド

ープすること無くキャリア密度を容易に変化

させることができる．我々は，光ポンプ・テラ

ヘルツ波プローブ分光システムを構築し，光励

起下における真性半導体シリコンのキャリア

ダイナミクスの解明を目指して研究を行った． 

観測したテラヘルツ電場波形を Fig. 1 に示

す．光励起によりテラヘルツ電場波形の振幅と

ピーク時刻に変化が生じていることが確認さ

れた． 

ポンプ光(800 nm)のフルエンスを変えるこ

とによって Fig. 2 に示すようなピーク時刻の

変化が観測された．本講演では，光励起によっ

て生じたこれらの電場波形の変化に着目して

キャリアダイナミクスの議論を試みる．観測さ

れたピーク時刻の負の方向への変化は，キャリ

ア密度に依存した光学定数の変化に起因する

テラヘルツパルスの伝搬特性の変化としてド

ルーデモデルを用いて定性的に説明出来る． 

本研究は，福井大学遠赤外領域開発研究セン
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Fig. 2. Fluence dependence of the peak shift. 
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